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１．概要（Summary） 

 PZT のデバイス作製にあたり電極や配線形成等のため，

メタルのパターニングが必要になる。本実験では，リフトオ

フによる Alパターニングが可能か検証を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子線蒸着装置 

 

 

【実験方法】              

ネガレジストパターン形成した Si ウェハにナノハブの電子

線蒸着装置で Al 成膜し，リフトオフによる Al パターン形

成を行った。 

●Al       300nm 

●成膜温度   室温 

●成膜レート  10Å/s 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

成膜直後の断面 SEM を Fig. 1 に示す。狙い膜厚

300nmに対して，計測値が 285～301[nm]であったため，

ほぼ狙い通りの膜厚が成膜されている。 

また，レジスト側面に Al は成膜されておらず，レジストが

Alによって被覆されていないことを確認した。 

 

Fig. 1  SEM image of cross section for sample. 

次にNMPでレジスト剥離し，リフトオフによって Alパター 

ン形成した結果を Fig. 2 に示す。400um×800um のパ

ターンがバリもなく形成出来ており，リフトオフによるパター

ン形成は可能であることが分かった。 

 

  

 Fig. 2  SEM Image of Al pattern. 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

６．関連特許（Patent） 

なし。 
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